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(57) Abstract: The invention concerns a circuit for switching a load (4), such that a motor vehicle member, powered by a potential
difference between a ground connection point (-) and a connection point (+) to a supply voltage, comprising: at least a self-protected
switch (12) interposed between the connection point (+) to the supply voltage of the load (4) and a supply voltage source (6), the
switch being controlled by a switching signal (Scom); and control means (20; 20N) for selectively producing said switching signal
(Scom) to said self-protected switch (12). The circuit is characterised in that the self-protected switch (12) is of the low-side type,
&\ the control means (20; 20N) delivering the switching signal (Scom1-Scomn), for switching the self-protected switch in on-state, at
~a voltage whereof the value is higher than that of the supply voltage source (6). Said arrangement enables the load to be connected

to the ground side. The switch preferably comprises a N-type MOS (QI) transistor whereof the gate receives the switching signal
— (Scom) via a logic signal converter for polarizing the gate.
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(57) Abrégé : Le circuit permet la commutation d’une charge (4), tel qu’un organe d’un véhicule automobile, alimentée par une dif-
& férence de potentiel entre un point ( -) de connexion de masse et un point (+) de connexion a une tension d’alimentation, comprenant
: -au moins un commutateur autoprotégé (12) interposé entre le point (+) de connexion a la tension d’alimentation de la charge (4)
et une
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source de la tension d’alimentation (6), le commutateur étant commande par un signal de commutation (Scom), et -des moyens
de commande (20; 20N) pour produire sélectivement ledit signal de commutation (Scom) audit commutateur autoprotégé (12). Le
circuit est caractérisé par le fait que le commutateur autoprotégé (12) est du type "c6té bas", les moyens de commande (20; 20N)
délivrant le signal de commutation (Scoml-Scomn), pour une mise a I’état conducteur du commutateur autoprotégé, a une tension
dont la grandeur est supérieure a celle de la source de tension d’alimentation (6).Cette disposition permet de relier la charge du
coté de la masse. Le commutateur comprend de préférence un transistor MOS (QI) de type N dont la grille 9 recoit le signal de
commutation (Scom) via un convertisseur de signaux logiques permettant de polariser la grille.



WO 03/019779 PCT/FR02/02971

5

10

15

20

25

30

35

CIRCUIT DE COMMUTATION DE PUISSANCE
PERMETTANT LE MONTAGE D'UNE CHARGE DU COTE
- DE LA MASSE

L'invention concerne la commutation de puissance, par exemple pour la
commutation de charges embarquées en véhicule telles que des actionneurs de
leve vitres, des climatiseurs, des servomécanismes et autres commodités ou
organes fonctionnels.

Il est maintenant courant dans ce type d'application d'utiliser des
commutateurs  autoprotégés .en technologie MOS, qui remplacent
avantageusement le couple relais et fusible classique dans les boites
d'interconnexion. ,

Ces commutateurs autoi)rotégés, connus par le terme anglo-saxon de
"smart MOS", sont généralement constitués d'un transistor de puissance du type
MOS dont le canal source-drain est connecté en série avec la charge. La grille du
transistor est reliée 4 une entrée de signal de commutation via un ou plusieurs
circuits de commande et de protection intégrés dans le boitier du commutateur.
Ces circuits servent a bloquer le transistor 4 I'état ouvert en cas de détection de
surtension, de température anormale ou de tout autre paramétre sous contrdle.

On distingue deux types de commutateurs MOS autoprotégés selon
quiils sont destinés a s'interposer entre la charge et la ligne de tension
d'alimentation (généralement positive) ou entre la charge et la masse.

La figure 1 illustre de maniére schématique et simplifiée le montage

classique d'un commutateur MOS autoprotégé 2 du type destiné a s'interposer

entre la charge & commuter 4 et la ligne de tension d'alimentation (soit la "haute"
tension relativement a la masse), ici reliée a la borne positive d'une batterie 6 de
12V pour véhicule. En raison de son positionnement prévu du cété de la haute
tension vis-a-vis de la charge 4, ce type de commutateur sera désigné ci-aprés
"commutateur autoprotégé cdté haut" (aussi connu par I'appellation anglo-saxonne
"smart high side", ou "TOPFET", "PROFET", ou analogue).

Le commutateur 2 comprend un transistor MOS de puissance Q1 de
type N, dont le drain d est relié a la tension d'alimentation et dont la source s est
reliée au terminal positif "+" de la charge 4. Le terminal négatif "-" de la charge
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est reliée & la masse 8, elle-méme raccordée a la borne négative de la batterie 6.

La grille g du transistor Q1 est pilotée par un ensemble de circuits de
commande et de protection 10 qui fait partie intégrante du commutateur MOS
autoprotégé 2. Cet ensemble 10 présente une entrée de commutation Ecom
compatible avec les signaux logiques évoluant entre 0 et 5 volts. En
fonctionnement normale, I'ensemble 10 assure que la grille g est polarisée de
maniére a mettre le transistor Q1 a I'état conducteur en présence d'un signal
logique au niveau haut (par exemple + 5 volts par rapport & la tension positive de
I'alimentation) sur I'entrée Ecom, et & mettre le transistor a I'état bloqué lorsque le
signal logique est au niveau bas (par exemple 0 volt).

On note donc que les commutateurs "coté haut" doivent comprendre
leurs propres moyens d'élever la tension de polarisation de la-grille g au-dela de
leur tension d'alimentation pour la mise a I'état conducteur. Cette disposition est-
obtenue typiquement par un circuit de pompage de charge fonctionnellement

‘intégré aux circuits de commande et protection 10.

Les circuits 10 agissent en outre pour forcer le transistor Q1 a I'état
bloqué lorsqu'il se produit une anomalie de fonctionnement : surchauffe du
transistor Q1 (le retour en mode de fonctionnement normal étant alors
automatique aprés refroidissement en-dessous d'un seuil d'hystérésis), surcharge
au niveau de la charge 4 (avec limitation de courant d'alimentation), ou surtension
ou soustension de l'alimentation. Un terminal Stat de l'ensemble 10 permet de
signaler une intervention lors d'une anomalie détectée.

~ On note que l'ensemble que constitue les circuits 10 est alimenté
directement & partir de a source de tension, soit la batterie 6, via une entrée Ev
prévue a cet effet. ‘

Un exemple d'un tel type de commutateur MOS autoprotégé du type
coté haut 2 est commercialisé par la société Philips Semiconductors sous la
désignation produit BUK204-50X.

Les commutateurs autoprotégés "coté haut" ont l'avantage de permettre
de connecter la charge 4 directement et en permanence & la masse 8. Cependant,
ils ont l'inconvénient d'étre relativement onéreux, du fait notamment qu'ils
incorporent les moyens précités d'élévation de la tension pour commander la grille
g .

La figure 2 illustre de maniére schématique et simplifiée le montage
classique d'un commutateur MOS autoprotégé 12, également doté d'un transistor
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de puissance Q1 du type N, destiné a s'interposer entre la charge & commuter 4 et
la masse 8. En raison de son positionnement prévu du coté de la masse vis-3-vis
de la charge 4, ce type de commutateur sera désigné ci-aprés "commutateur
autoprotégé cdté bas" (aussi connu par l'appellation "smart low side").

Outre cette inversion de montage, le commutateur autoprotégé cdté bas
12 differe de celui de la figure 1 par le fait qu'il ne présente que trois terminaux,
qui constituent des liaisons directes respectivement avec le drain d, la source s et
la grille g de son transistor de puissance Q1. Le terminal relié & la grille g
constitue l'entrée de commande Ecom, analogue a celle de la figure 1.

Ce commutateur MOS autoprotégé 12 comporte des circuits de
protection formés par : 4

- un dispositif de protection contre les surtensions 14 du type "clamp",
interposé entre le drain d et la grille g, et

- un bloc de logique et de protection 16 qui commande la mise a la
masse de la grille g (et donc le blocage du transistor Q1) en cas d'incident. Ce
blocage est réalisé par une sortie de commande Cb qui agit sur la grille d'un
transistor MOS Q2 connecté entre la grille g du transistor Q1 et la masse.

L'alimentation électrique du bloc logique et de protection 16 est réalisée
en interne par connexion respectivement au terminal relié 4 la source s (pour la
masse) et au nceud qui relie la grille g du transistor Q1 et le dispositif de
protection contre les surtensions 14. . '

4 Une diode Zener 18 est connectée en parallele avec ces connexions

internes d'alimentation pour stabiliser la tension d'entrée.

' En condition normale, le transistor Q1 est rendu conducteur par
applicatioﬁ d'une tension de l'ordre de + 10 volts.sur la grille g, la source s étant
référencée a la masse 8, soit & O volt. Dans ce cas, cependant, la tension de la
grille est référencée par rapport & la masse, qui est 4 OV. Cette tension est donc
inférieure a la tension d'alimentation (+10V & comparer & +12V dans I'exemple).
De ce fait, un commutateur "c6té bas" n'a pas besoin des moyens d'élévation de la
tension pour commander la grille g. Ceci constitue une différence caractéristique
entre un commutateur "c6té haut" et un commutateur "coté bas".

Un exemple d'un tel type de commutateur MOS autoprotégé coté bas
12, est commercialisé par la société Philips Semiconductors sous la désignation
produit BUK110-50GL.

Les commutateurs autoprotégés c6té bas sont plus simples et moins
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chers que ceux du type c6té haut, notamment en raison du fait qu'ils ne requiérent
pas des moyens d'élévation de la tension pour commander la grille g, mais ne sont
pas adaptés aux applications qui nécessitent que la charge 4 soit reliée directement
et en permanence-3 la masse 8. En effet, on constate aisément que 1drsque le
transistor Q1 est bloqué, soit par commande d'arrét sur l'entrée Ecom, soit par
intervention du bloc de logique et protection 16, le terminal négatif de la charge 4
est isolé de la masse 8. Or, certaines charges 4 n'acceptent pas un tel isolement
pour des raisons fonctionnelles ou liées a la sécurité ou a la fiabilité.

Dans ['état de la technique, le document Lemme H. "Sichere Schaltungen
mit TOPFET./Intelligenter Leistungs-MOSFET mit Schutzfunktionen,
Elektronik, Franzis Verlag GmBH. Muchen, DE, vol.. 42, no.4, 23 février 1993,
pages 24-27, concerne un module de commutation spécifique, en l'occurrence un
transistor dit "TOPFET" intégrant une protection thermique et anti surcharge, qui
est prévu a l'origine pour un montage du cdt€ de la tension positive élevée par
rapport a la charge commutée. A ce titre, il peut &tre assimilé & un composant
"coté haut" décrit dans la partie introductive de la présente demande, et donc au
montage selon le préambule de la revendication 1. La tension de commutation
fourni a ce module de I'extérieur n'est donc pas prévu pour &tre supérieure a la
tension d'alimentation de ce module.

Le document Brauschke P. "Smart Power Switches for Industrial -
Controls", Components, Siemens Aktiengesellschaft. Munchen, DE, vol.31, no.3,
1 mai 1996, pages 21- 23 divulgue un module de commutation prévu pour un
montage entre la charge et la tension €levée, et qui cofréspond donc a un
dispositif smart high side tel que présenté dans la partie introductive de la
demande. Les dispositifs décrits dans cet état de la technique portent la
désignation PROFET, et sont autoalimentés. Au niveau de leur commande, les
entrées sont compatibles avec des sorties MOS, soit de niveau de tension "signal"
inférieur a la tension d'alimentation..

Au vu de ce qui précéde, l'invention a pour objet de prévoir
l'utilisation d'un commutateur autoprotégé du type cOté bas, mais dans un
montage ou il se trouve, au contraire d'un montage classique, entre la charge
commutée et la tension d'alimentation. ,

Plus particuliérement, un premier objet de l'invention est de prévoir un
circuit de commutation pour une charge alimentée par une différence de potentiel
entre un point de connexion de masse et un point de connexion & une tension
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d'alimentation, comprenant :

- au moins un commutateur autoprotégé interposé entre le point de
connexion 4 la tension d'alimentation de la charge et une source de la tension
d'alimentation, le commutateur étant commandé par un signal de commutation, et

- des moyens de commande pour produire sélectivement ledit signal de

commutation au commutateur autoprotégé,

caractérisé en ce que le commutateur autoprotégé est du type "coté
bas", les moyens de commande délivrant le signal de commutation, pour une mise
a 1'état conducteur dudit commutateur autoprotégé, a une tension dont la grandeur
est supérieure a celle de la source de tension d'alimentation. A

Ainsi qu'expliqué en phrtie introductive, le terme commutateur
autoprotégé du type "coté bas" comprend notamment les commutateurs
autoprotégés classiquement congus pour un montage entre la masse et la charge ,
et qui ne disposent pas de moyens permettant de polariser leur entrée de
commutation a une tension dont la grandeur est supérieure a celle de la tension
d'alimention (laquelle correspond & la tension commutée). Ces commutateurs
autoprotégés "cOté bas" regroupent ainsi la famille de composants portant
l'appellation anglo-saxonne de "smart low side" ("low side smart MOS") et
analogues. Ils sont autoprotégés typiquement par des moyens internes de
protection contre des surtensions et/ou de protection thermique.

On comprendra que le terme tension d'alimentation désigne le potentiel
qui établit la différence de potentiel vis-a-vis de la masse, la masse étant définie
comme le point de potentiel zéro & partir duquel sont etablies les différences de
potentiel du circuit. La tension d'alimentation est généralement positive,
notamment dans les applications automobiles ou la tension d'alimentation
provient de la borne positive d'une batterie dont la borne négative est reliée a la
masse. Cependant, la tension d'alimentation peut aussi étre négative, par exemple
dans le cas d'une connexion a la masse par la borne positive de la batterie. -

Dans un mode de réalisation, le circuit comprend en outre une
deuxiéme source de tenmsion d'alimentation pour alimenter les moyens de
commande, afin de permettre a ces derniers de produire le signal de commutation
au niveau de tension requis.

Cette deuxiéme source de tension d'alimentation peut étre un élévateur
de tension, servant a élever la tension de la source de tension d'alimentation.

Le circuit peut comprendre une pluralité de commutateurs
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autoprotégés,. avec une méme deuxiéme source de tension d'alimentation qui
alimente les moyens de commande délivrant le signal de commutation pour
chaque commutateur autoprotégé de la pluralité, de sorte que cette deuxiéme
source de tension sert en commun pour la pluralité de commutateurs autoprotégés.

Les moyens de commande dans ce cas peuvent comprendre une

-plurahte de canaux indépendants, chaque canal délivrant & un commutateur

respectif le signal de commutation.

Avantageusement, le point de connexion de masse de la charge est relié

" 4 la masse par une liaison permanente indépendante de I'état de commutation du

commutateur autoprotégé du type "coté bas".

Dans le mode de réalisation préféré, le commutateur comprend un
transistor MOS dont le canal source-drain est connecté en série avec la charge, et
dont 1a grille regoit le signal de commutation.

Ce transistor MOS peut étre de type N, le drain étant connecté a la
source de tension d'alimentation, la source étant connectée au point de connexion
d'alimentation de la charge, le canal source-drain étant mis & I'état conducteur par
une tension de polarisation positive par rapport au potentiel audit point de
connexion d'alimentation.

Les moyens de commande comprennent de préférence un convertisseur
de niveaux logiques permettant de commander le commutateur autoprotégé du
type "coté bas" a partir d'un signal logique de niveau inférieur au seuil de
commutation, et compatible avec des circuits logiques de signalisation basse
tension.

Les moyens de commande et/ou l'alimentation peuvent étre réalisés
sous forme de circuit intégré en réseau prédiffusé du type "ASIC".

Un second objet de l'invention concerne I'utilisation d'un circuit tel que
défini supra dans un boitier d'interconnexion pour réaliser les fonctions de
commutation et de protection de charges dans un véhicule.

L'invention et les avantages qui en découlent apparaitront plus
clairement & la lecture de la description qui suit d'un mode de réalisation préfére,
donné purement 2 titre d'exemple non-limitatif par référence aux dessins annexés
dans lesquels :

- la figure 1, déja décrite, représente un montage classiqué d'un
commutateur MOS autoprotégé du type coté haut, installé entre la charge a
commuter et la tension haute d'alimentation;
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- la figure 2, déja décrite, représente un montage classique d'un
commutateur MOS autoprotégé du type cbté bas, installé entre la charge &
commuter et la masse ;

- la figure 3 est un schéma bloc du commutateur MOS autoprotége du
type cOté bas de la figure 2, dans un montage permettant son installation entre la
charge & commuter et la tension haute d'alimentation, conformément &
I'invention ; et

- 1a figure 4 est un schéma bloc d'un montage basé sur celui de la figure
3, mais avec plusieurs commutateurs MOS autoprotégés du type c6té bas, dont les
signaux de commutation respectifs sont produits par un tranlateur de tensions &
plusieurs canaux alimenté par une seule source de tension pour pemettre d'obtenir
I’ensemble des tensions de commutation.

Un exemple de mode de réalisation préféré de l'invention sera décrit par
référence 4 la figure 3. Les éléments de cette figure qui sont communs avec ceux
déja décrits dans le cadre de la figure 2, notamment en ce qui concerne la
configuration interne du commutateur MOS autoprotégé du type coté bas 12, la
charge 4 et la batterie 6, sont désignés par les mémes références et ne seront pas
décrits 4 nouveau pour souci de concision.

Dans cet exemple, le commutateur du type coté bas 12 et la charge 4
sont connectés en série entre la masse 8 et une tension d'alimentation positive.

Plus particuliérement, la charge 4 présente un premier point de connexion

(désigné "-") relié & la masse 8 et un second point de connexion (désigné "+")
relié 4 1a source s du transistor Q1 du commutateur du type c6té bas 12, le drain d
de ce transistor étant relié a la tension d'alimentation, en l'occurrence la borne
positive de la batterie 6 12V pour véhicule. ‘Comme dans le cas précédent des
figures 1 et 2, la borne négative de la batterie 6 est reliée a la masse 8.

Le positionnement mutuel de la charge 4 et du commutateur du type
coté bas 12 vis-d-vis de l'alimentation est donc inversé relativement au montage
classique de la figure 2.

En conséquence, la source s du transistor QI, lorsque celui-ci est
conducteur, se trouve 4 un niveau de potentiel voisin de la tension d'alimentation,
soit de 12 volts dans l'exemple, du fait que la résistance de la charge 4 est
sensiblement plus élevée que celle du canal source-drain du transistor Q1 en mode

conducteur.

La tension de commutation Scom & appliquer au terminal Ecom du
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commutateur 12 — et donc 2 la grille g — pour rendre le transistor Q1 conducteur
doit &tre plus élevée d'environ 10 volts par rapport a la source s, soit de l'ordre de
+ 22 volts par rapport a la masse dans les conditions d'une commutation vers 1'état
conducteur sur une polarisation grille-source Vgs de + 10 vols.

Cette tension de commutation est fournie par une sortie haute tension
Oy dun convertisseur de niveaux logiques 20, reliée & l'entrée Ecom du
commutateur autoprotégé du type coté bas 12. Ainsi, la tension de commutation
Scom reproduit les états d'un signal logique S; présenté sur une entrée basse
tension I; du convertisseur 20, avec élévation de tension comme suit : S; = O volt
- Scom = 0 volt ; S; =+ 5 volts — Scom = + 22 volts.

La commutation du transistor Q1 a I'état conducteur, permettant
d'alimenter la charge 4, s'effectue alors en appliquant sur lentrée I, -du
convertisseur 20 un signal logique S; a 1'état 1 égal a 5 volts. A l'inverse, la
commutation du transistor Q1 & 1état bloqué, permettant d'interrompre
l'alimentation de la charge, s'effectue en appliquant ce signal logique S; a I'état
logique 0 égal & 0 volt sur l'entrée ;.

Le convertisseur 20 permet ainsi de commuter le transistor Q1 a partir
de signaux logiques basse tension S; compatibles avec les circuits logiques de
signalisation intégrés CMOS, par exemple. Il est donc possible de commander la
commutation directement & partir de sorties de microcontréleurs, de logiques
céblées, ou analogues sur l'entrée I;.

La conception du convertisseur de niveaux logiques 20 est connue en
elle-méme, s'agissant par exemple d'un circuit dit "translateur".

Le fonctionnement d'un tel convertisseur requiert une tension de
fonctionnement Vconv égale (ou légérement supérieure) au maximum de la
tension présentée & la sortie Oy, soit + 22 volts dans l'exemple.

Cette tension Vconv est fournie par une alimentation auxiliaire 22 a
élévation de tension du type convertisseur continu-continu & élévation de tension.
L'alimentation auxiliaire 22 présente deux entrées 22a, 22b reliées respectivement
a la borne positive de + 12 volts de la batterie 6 et & la masse 8, servant a
alimenter ses circuits internes, et une sortie 22¢ qui présente la tension Vcony,
reliée a l'entrée de tension d'alimentation du convertisseur 20. L'alimentation
auxiliaire 22 est de conception classique, s'agissant par exemple d'une
alimentation a découpage ou analogue.

L'invention peut étre mise en ceuvre de maniere particuliére
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avantﬁgeuse dans une application ou plusieurs charges doivent étre commandées
par des commutateurs électroniques$ respectifs. - En effet, il est possible dans ce
cas d'utiliser des commutateurs autoprotégés MOS du type cdté bas selon la
configuration représentée 2 la figure 3, avec une seule alimentation auxiliaire,
celle-ci servant de maniére commune pour l'ensemble des commutateurs.

Un exemple d'un tel montage est représenté sous forme de schéma bloc
a la figure 4, ou les éléments communs avec le circuit de la figure 3 portent les
mémes références (éventuellement avec un suffixe) et ne seront decrits de
nouveau en détail par souci de concision. ‘

Dans l'exemple, une pluralité n de charges indépendantes 4-1 3 4-n sont
commandées chacune par un commutateur protégé de type "smart lowside" 12-1 a
12-n, tel que décrit dans le cadre de la figure 3. Ainsi, chaque commutateur 12-1
3 12:n comprend un terminal de drain d reliée au pdle positif d'une source de
tension (ici encore une batterie de 12 V) et un terminal de source s relié¢ au
terminal positif + de sa charge respective 4-1 a 4-n, laquelle a son terminal négatif
relié a la masse 8. ‘

Chaque commutateur 12-1 & 12-n est commandé sur son entrée de
commutation Ecom par un convertisseur de niveaux logiques commun 20N ayant
un nombre n de canaux indépendants. Chaque canal comprend une entrée de
signal de commande logique de commutation (portant l'une des désignations I -1
3 I;-n) et une sortie de tension de commutation (portant l'une des désignations
Scom! & Scomn) pour l'entrée Ecom de son commutateur respectif 12-1 a 12-n.
De méme que pour le convertisseur 20 de la ﬁgu:fe 3, le convertisseur 20N produit
pour chaque canal i les états d'un signal logique Sy; présenté sur son entrée basse
tension I, avec élévation de tension comme suit : SL; = O volt — Scomi = 0 volt
; Sy, =+ 5 volts — Scom =+ 22 volts, ol i est index de 1 a n.

Le convertisseur 20N est alimenté par une seule alimentation auxiliaire
22 a élévation de tension qui fournit la tension Vconv nécessaire a son
fonctionnement 4 partir de la tension de la batterie 6 de 12 volts.

On remarque que le cofit de l'alimentation auxiliaire 22 est trés
largement compensé par 'économie, n fois multipliée, obtenue par l'utilisation
d'un commutateur de type "c6té bas" plutdt que du type "c6té haut".

En variante, on peut prévoir de remplacer le convertisseur de niveaux
logiques 20N de la figure 4 par un nombre n de convertisseurs tels que présentés
dans le cadre de la figure 3, chacun des n convertisseurs recevant sa tension de
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fonctionnement Vconv a paftir d'une seule et méme alimentation auxiliaire 22.
Dans ce cas, la sortie de tension Vconv de l'alimentation auxiliaire 22 est
simplement connectée en parall¢le a chacune des entrées de tension d'alimentation
des n convertisseurs 20.

Grice a l'invention, il est possible de bénéficier des avantages du faible
colit d'un commutateur autoprotégé MOS du type c6té bas 12, tout permettant
d'effectuer un branchement de la charge 4 a la masse 8. Cette disposition'autorise
ainsi l'utilisation de commutateurs "c6té bas" pour commander un trés grand
nombre de charges & commuter, par exemple:

- en automobile : lampes (phares, avertisseurs), commodités (moteurs
de 1&ve-vitres, de condamnation de portiéres, de réglage de rétroviseurs, de siege),
actionneurs de freins, de direction assistée), notamment pour les boites
d'interconnexion du type (BSI, BSM, UPC, UCH, ...) etc. ;

- en contrdle de systémes : commande de servomécanismes, pilotage
d'automatismes,

- en informatique : périphériques (imprimantes, lecteurs, etc.).

On note que de nombreuses charges, notamment dans le domaine de
l'automobile, -ont un corps ou un carter destiné a étre relié de maniére directe et
permanente 2 la masse 8 (généralement en commun avec la borne négative de la
batterie 6). ‘

La mise en ceuvre du convertisseur de niveaux logiques 20 ou 20N et de
l'alimentation auxiliaire 22 est aisée et n'ajoute que peu de frais, si bien que le
montage basé sur le commutateur MOS autoprotégé du type coté bas 12, méme en
tenant compte de ces éléments supplémentaires 20 ou 20N et 22, demeure trés
avantageux du point de vu économique par rapport a l'utilisation d'un
commutateur MOS autoprotégé du type c6té haut 2 tel que décrit par référence &
la figure 1, surtout si plusieurs commutateurs coté bas dépendent d'un méme
convertisseur et/ou dune méme alimentation auxiliaire. _

Pour une plus grande économie et simplicité de mise en ceuvre, le
convertisseur de niveaux logiques 20 ou 20N et/ou l'alimentation auxiliaire 22
peut/peuvent &tre réalisé(s) sous forme de circuit intégré spécifique & partir d'un
réseau prédiffusé (connu également par le terme anglo-saxon de ASIC
(';application specific integrated circuit").

Le circuit intégré spécifique peut également incorporer d'autres
éléments fonctionnels, par exemple la logique de commande produisant les
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signaux de commutation a l'entrée I,

Par ailleurs, une méme alimentation auxiliaire 22 peut servir a
alimenter piusieurs convertisseurs 20. De méme, un convertisseur de niveaux
logiques. 20 peut étre utilisé pour commander plusieurs commutateurs
autoprotégés du type "coté bas" 12, selon les applications envisagées.

Bien entendu, on peut se dispenser de l'alimentation auxiliaire 22 -
spécifique si une source de tension adéquate (soit + 22 volts dans I'exemple) est
disponible a partir d'une source existante pour faire fonctionner le convertisseur
20.

De nombreuses variantes peuvent étre envisagées dans le cadre de
l'invention, notamment en prévoyant une résistance entre la sortie Oy du
convertisseur 20 et I'entrée Ecom du commutateur 12, et/ou entre la masse 8 et la
charge 4. | .

Enfin, on comprendra que par simple inversion de moyens, les
enseignements de l'invention peuvent s'appliquer également a des circuits & masse
positive.
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REVENDICATIONS

1. Circuit de commutation pour une charge (4) alimeniée par une
différence de potentiel entre un point (-) de connexion de masse et un point (+) de
connexion a une tension d'alimentation, comprenant :

- au moins un commutateur autoprotégé (12) interposé entre le point (+)
de connexion 2 la tension d'alimentation de la charge (4) et une source de la
tension d'alimentation (6), le commutateur étant commandé par un signal de
commutation (Scom), et t

- des moyens de commande (20; 20N) pour produire sélectivement ledit
signal de commutation (Scom) audit commutateur autoprotégé (12),

caractérisé en ce que le commutateur autoprotégé (12) est du type "coté
bas", les moyens de commande (20; 20N) délivrant le signal de commutation
(Scom; Scoml-Scomn), pour une mise & I'état conducteur dudit commutateur
autoprotégé, & une tension dont la grandeur est supérieure & celle de la source de
tension d'alimentation (6).

2. Circuit selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il comprend
en outre une deuxiéme source de tension d'alimentation (22) pour alimenter les
moyens de commande (20; 20N), afin de permettre & ces derniers de produire le
signal de commutation (Scom; Scom1 - Scomn) au niveau de tension requis.

3. Circuit selon la revendication 2, caractérisé en ce que ladite
deuxieme source de tension d'alimentation (22) est un élévateur de tension,
servant & élever la tension de ladite source de tension d'alimentation (6).

4. Circuit selon la revendication 2 ou 3, caractérisé en ce qu'il
comprend une pluralité de commutateurs autoprotégés (12-1 —12n), et en ce
qu'une méme deuxiéme source de tension d'alimentation (22) alimente les moyens
de commande (20N) délivrant le signal de commutation (Scoml-Scomn) pour
chaque commutateur autoprotégé de ladite pluralité, de sorte que ladite deuxieme’
source de tension sert en commun pour ladite pluralit¢ de commutateurs
autoprotéges.
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5. Circuit selon la revendication 4, caractérisé en ce que les moyens
de commande (20N) comprennent une pluralité de canaux indépendants, chaque
canal délivrant & un commutateur respectif (12-1 — 12n) ledit signal de
commutation (Scom1 - Scomn).

6. Circuit selon I'une quelconque des revendications 1 & 5, caractérisé
en ce que le point (-) de connexion de masse de la charge (4) est reli¢ a la masse
(8) par une liaison permanente indépendante de I'état de commutation du
commutateur autoprotégé du type "coté bas" (12). ‘

7. Circuit selon I'une quelconque des revendications 1 a 6, caractérisé
en ce que le commutateur comprend un transistor MOS (Q1) dont le canal source-
drain est connecté en série avec la charge (4), et dont la grille g recoit le signal de
commutation (Scom).

8. Circuit selon la revendication 7, caractérisé en ce que le transistor
MOS est de type N, le drain (d) étant connecté a la source de tension
d'alimentation (6), la source (s) étant connectée au point (+) de connexion de
tension d'alimentation de la charge (4), le canal source-drain étant mis 3 I'état
conducteur par une tension de polarisation positive par rapport au potentiel audit
point d'alimentation. '

9. Circuit selon I'ine quelconque des revendications 1 a 8, caractérisé
en ce que les moyens de commande comprennent un convertisseur de niveaux
logiques (20 ; 20N) permettant de commander le commutateur autoprotégé du
type "coté bas" (12) 4 partir d'un signal logique (S;) de niveau inférieur au seuil
de commutation, et compatible avec des circuits logiques de signalisation basse
tension.

10. Circuit selon l'une quelconque des revendications 1 & 9, caractérisé
en ce que les moyens de commande (20 ; 20N) sont réalisés sous forme de circuit

intégré en réseaun prédiffusé du type "ASIC".

11. Circuit selon I'une quelconque des revendications 2 a 10,
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caractérisé en ce que la deuxi®me source de tension d’'alimentation (22) est
réalisée sous forme de circuit intégré en réseau prédiffusé du type "ASIC".

12. Utilisation d'un circuit selon l'une quelconque des revendications 1
5 411 dans un boitier d'interconnexion pour réaliser les fonctions de commutation
et de protection de charges (4) dans un véhicule.
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